S518T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ Kurze Schaltzeit
® Hohe Sperrspannung ® Verlustleistung 12,5 W

Abmessungen in mm

| .

3s8 %195

30,1 Kollektor mit

169 Gehduse verbunden

‘ Normgehause

3 B 2DIN 41872

18 JEDECTO 3

25,4 —l 85 le—114—o! Gewicht max. 20 g

3263

Zubehor
Isolierscheiben Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 v’
Ucesm 1500 \

Kollektorstrom, Mittelwert leav 5 A
Kollektorspitzenstrom * Iem 7.5 A
Basisspitzenstrom ] 4.0 A
Negativer Basisspitzenstrom ~Igm 25 A
Negativer Basisstrom, Mittelwert

tav = 20 ms _‘BAV 0.1 A
Gesamtverlustleistung

Toase =95°C Piot 12.5 w
Sperrschichttemperatur Ti 116 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65..+115 °C

T1.2/673.0484 D2
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S518T

Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse

KenngroBen
Tease = 25°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ile=1mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I =100 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=82A,Ig=08A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc=45Alg=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
ch=5V,IC=3.2A
Tj=100°C

Transitfrequenz
UCE= 5V, Ic =100 mA, f=5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg=10V,f=1MHz

Schaltzeiten

Abfallzeit
Icend = 3.2 A, Igeng = 0.7 A, Fig. 1, 2

t
n 7" =001,t,=03ms

276

Min.
Rtnic
U(BR)CES 1500
Uer)eso 5
UCEsat
UBEsat R
fr
Ccso

Typ.

125

Max.

1.6

1.5

0.5

K/W

MHz

pF

ps



S518T

Fig. 1 Impulsdiagramm
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

v S 627T-S628T-S629T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein bei hoher Betriebsspannung
Besondere Merkmale: -

@ Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

8327

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrrspannung Ucgo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso
Kollektorstrom S

Gesamtverlustleistung
T ..=25°C P,

case tot
Sperrschichttemperatur T]
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rya

I = 3 mm, auf Kupferkiihlflache

10 mmx10 mm mit 35 ym Dicke Ria
Sperrschicht-Gehause Ryuc

T1.2/1680.1188 D

Standard Kunststoffgehiuse
10 A3 DIN 41868
JEDECTO 927

Gewicht max. 0,5 g

S$627T S628T S629T

300 350 400 \
250 300 350 \
8 \

500 mA

1 W

150 °C
—-55...+1560 °C

156 K/w

125 K/W

556 K/W

225



S627T-S628T-S 629T

Min. Typ. Max.
KenngréRen
T.mb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom -
Ugs =150V . lees 50 nA
Ugs=150V, T =150°C lees 100 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
1
Ie=1pA S$627T U(BR)CBc,]: 300 \
$628T U(BR)CBOI 3560 \
$629T \ericBO 400 \'%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=1mA S 627T U(BR)CEO:: 250 \%
$628T U(BR)CEO] 300 \'
$629T \BRICEO 350 \'
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1pA U(BR)EBO 8 \'
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéitnis
Uge=15V,I,=50 mA Pee 30
Ugp=15V,I.=1mA hee 50

t
Hne =
T = 0,01, tp =0,3 ms
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S630T

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Getaktete Netzgerate

-

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik

® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

16,9

38,8

3263

Zubehor

Isolierscheiben Best. Nr. 515390

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

2195

Negativer Basisspitzenstrom

Negativer Basisstrom, Mittelwert

tay <20 ms

Gesamtverlustleistung
Tease =< 95°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

T1.2/677.0484 D1

85

@ Kurze Schaltzeit

@ Verlustleistung 12,56 W

21

1.6
f-——
- 11.4-—1

Uceo
Ucesm

lcav
Iem
Ism

~lgm
~lgav

Prot

Tstg

Kollektor mit
Gehéduse verbunden

Normgehiuse

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g

> > » P <<

800

1400

5

75

4.0

25
0.1 A
125 w
115 °C
-65..+115 °C
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S630T

Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehduse

KenngroBen
Tease = 25°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
IC =1mA
Ilc =100 mA, Lc = 125 mH, Fig. 1, 2
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc=45Alg=2A
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=45Alg=2A

DC forward current transfer ratio
UCE=5V,IC= 10 mA
UCE=5V, Ic= 1.5A
Transitfrequenz
Uce=5V,lIc=100mA, f=5MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg =10V, f=1 MHz

Schaltzeiten

Speicherzeit
lc=45Alg=18A,
Lg=10pH

Abfallzeit
lc=45Alg=18A,
Lg=10pH

1
n —;’ =001,t,=03ms

284
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Usryces
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Urjero
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]
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fr

Ccso

Min. Typ.
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5
4
8

7
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10

0.7

Max.
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pF
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S630T
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S630T
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S637T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kfz-Ziindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannuggen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist.

Besondere Merkmale:

® Dreifachdiffundiert ® Kurze Schaltzeiten
® Monolithischer NPN-Darlington @ GroBe Spannungsfestigkeit bei hohen
@ Hohe Sperrspannung Temperaturen

® Glaspassivierung

Abmessungen in mm

!

.5

—
| et
—
-

e

>

” E i l l i 2.6 823570 oc
-——6,4——1 ——lms« * ? B

—— N .

»i
»t

| =1500 =50 0 | _
P -
15 145 415 +— | — = -\— Koliektor mit

Montagefldche verbunden

— }_‘ B Gehéduse

\
|
|
e T -

| f 15 B 3 DIN 41869
' (TOP3)
—— a3 e Gewicht max. 5.5 g
3379 207 - 16— ’
Zubehor

Isolierscheiben Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 \"
Kollektorstrom Ic 15 A
Kollektorspitzenstrom Iem 20 A
Basisspitzenstrom Iam 4 A
Gesamtverlustleistung ‘

Tease <25°C Piot 100 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+1560 °C

T1.2/713.0484 D2
287



S637T

Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

KenngroBen
Tease = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom
UCE =400V
UCE =400 V, Tcase =125 oC

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=500mA,L=15mH

Kollektor-Sattigungsspannung
lc=10A,lg=0.15A
Ic=10A,lg=0.15 A, Tgase = —40°C

Koiiektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

UCE=1.5V,IC= 7A
Uceg=56 V,Ic=15A

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode
-lc=10A

Induktive Energie
Uz=400V,Ic=5A, Fig. 1
L=16mH

823620

2=400V Z

Impulsgenerator = % ‘Lol

1

-ig. 1 MeBschaltung und Impulsdiagramm
88
|

Min. Typ. Max.

Rinuc 1.25 KIW
’CEO 250 |JA
lceo 2 mA
U(BR)CEO 400 \"
Ucksat 2 v
UCEsat 29 v
hee 100
hee 20
Ug 1.8 \%
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? 8234
I
c th=1us
A Y 5 pus
VA NN
10;0 N NNH50 us
A N 100 s
AY T
\ L
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\ R
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S637T
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A4

TELEFUNKEN electronic $662T

Creative Technologien

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Regelbare UHF/VHF-Eingangssstufen

Besondere Merkmale:
@ Hohe Verstéarkung @® Hohe Riickwirtsddmpfung
® Kleine Rauschzahlen

Abmessungen in mm

4318

Normgehé&use

10 A3 DIN 41868
JEDEC TO 92
Gewicht max. 0.2 g

omuwm

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 30
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 3 \'
Kollektorstrom e 20 mA
Basisstrom Ig 3 mA
Gesamtverlustleistung

Tamb < 25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Prot 450 mwW
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55..+125 °C

Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung Rthia

siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Riia 275 K/W

T1.2/891.1284 D1
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S$662T

Statische Kenngré8en
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -
UCB =20V Icso

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=10pA Ugricso

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc=3mA Ugryceo *

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=10pA UrjEBO
Basis-Emitter-Spannung

Ug=10V,-f.= 3mA Uge

UCB= 7V, —IE=12 mA Uge
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

Ug=10V, k.= 3mA hee

UC = 7V,-IE=12mA hFE

Dynamische KenngroBen

30

20

20
12

Tamb = 25 °C, Us = 12 V?), —Ic = 3 mA, Rg = 50 Q, R, = 500 Q, falls nicht anders angegeben

Transitfrequenz

UCB=10V,f=100MHZ f'r
RauschmaB

f=800 MHz Fo
Leistungsverstarkung Gpb

n % =001,t,=03ms " Gemessen mitRc =390 Q

282

10

Typ. Max.

275 nA

\"

v

\

750 mv

800 mv
50
40

800 MHz

4.5 dB

125 dB



S671 T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfingern

Besondere Merkmale: )
® Hohe Sperrspannung @® Komplementar zu S 672 T

Abmessungen in mm

P e — - - — l
17 |
f } he——8,6 — 0.54
24,2
— 2,4 |-
- v l J
3,6 = 317 B
’ 2,54
101 104+4— 72 @+ ———- St 3 ——+ C
2,54
l T
N\
—i 4 L; 13,3 | 0.8 2363
Normgehause
34 A3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewicht max. 1.8 g
Kollektor mit metallischer Montageflidche verbunden

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 300 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 275
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo 5
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 100 mA
Gesamtverlustleistung

Tease =<25°C Prot 7 w
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...4+150 °C

T1.2/341.1183 D2
291
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671 T

Warmewiderstinde

Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehause -

KenngroBen

292

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =250V, RBE = 2.7 kQ,

Uce =200V, Rge = 2.7 kQ, Tj= 150°C
Emitterreststrom

UEB =5V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc =1mA
IC =1 pA, RBE =27 kQ

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
UCE =20V, IC =25mA
Transitfrequenz
Ucg=10V,Ic=10mA
Rickwirkungskapazitat
UCB=30V, IC= 1mA, f=1MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
lc=25mA, T;=150°C

Rthaa

Rihic

Icer
Icer

leBo

Uericeo
UgRr)cer

hee

fr

Cijre

Ucesat HF

275
300

50

60

Typ.

20

Max.
78 KIW
17.8 KIW
50 nA
10 pA
10 pA
\
\
MHz
1.8 pF
\



S671 T
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S673T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale: )
@® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

? ? . 56 0.54

o

10,1 10,4 ‘4— 72 B

Normgehéause
34 A3 DIN 41869
JEDEC TO 202
Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden Gewicht max. 1.8 g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 350 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Rge <2.7kQ Ucer 300 \
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 5
Kollektorstrom e 50 mA
Kollektorspitzenstrom Iem 100 mA
Gesamtverlustleistung
Tease =25°C Prot 7 w
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -65...+150 °C

T1.2/343.1183 D2
295



S673T

Waérmewiderstédnde
Sperrschicht-Umgebung

Sperrschicht-Gehduse -

KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

UCE =250V, RBE = 2.7 kQ,

Uce =200V, Rge = 2.7 kQ, Tj= 150°C
Emitterreststrom

UEB =5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

IC =1 pA, RBE =27 kQ
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis

Uce=20V,Ic=25mA
Transitfrequenz

UCB= 10V, IC= 10 mA
Rickwirkungskapazitat

Ucg=30V,lc=0mA, f=1MHz

Kollektor-HF-Sattigungsspannung
Ilc=25mA, Tj=150°C

296

Ringa

Ringc

Icer
Icer

leso

Uricer

hee

fr

C'L'u re

Ucksat HF

300

50

60

Typ.

20

Max.
78 K/W
17.8 KIW
50 nA
10 uA
10 pA
\
MHz
18 pF
\'

PR A I



S673T
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S679T - (BF679T)

Silizium-PNP-HF-Transistor

Anwendungen: Regelbare UHF/VHF-Eingangsstufen

Besondere Merkmale:
@® Hohe Verstérkung
@® Kleine Rauschzahlen

Abmessungen in mm
E
=
—e 5.08 fw—
Ja

0,8
4342

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom

Gesamtverlustleistung
Tamb < 55°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

T1.2/549.0484 D1

® Hohe Rickwartsdampfung

Rinua

Kunststoffgehause
~JEDEC TO 50
Gewicht max. 0.25 g

35
30

30

160
150
-55..+150

Min. Typ. Max.

600

mA
mA

mwW
°C
°C

KIW
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S679T- (BF679T)

Statische KenngréBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -

—UCB = 20 \" _’CBO
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

-le=10pA -Uericeo

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—lc=2mA -Ugryceo ”

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
-le=10pA ~U@r)eBo

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
—UCB =10 V, ,C =3 mA hFE

Dynamische KenngréBen
Tamp = 25°C

Transitfrequenz
~Ucg =10V, —-ic =2 mA, f= 100 MHz fr

Kollektor-Basis-Kapazitit
_UCB= 10V, f= 100 MHz CCBO

RauschmaB
_UCB =10V, _IC =3 mA, RG =50Q,
f=2800 MHz, R_ =500 Q, Rc =390 Q Fy

Leistungsverstarkung
~Ucg =10V, —Ic = 3 mA, f =800 MHz,
R =500Q,R =500Q, Rc =390 Q Gpp 2

Kollektorstrom fiir:
~30 dB pr max 'IC

50Q 470 pF Ry €1=C2=0...2 pF

€2 500

1nF
I

Rc

~Ucs 811783

MeBschaltung fiir: Gy,

n %ﬁL =001,t,=03ms 2 siehe MeBschaltung

284

Min. Typ.
35
30
3
25

930

0.45

2.8

11 13

9

Max.

100 nA

MHz

pF

35 dB

dB

mA



S679T-(BF679T)

j50

Ucg=10V
Ic= 3mA
f=50...1300 MHz

77 2160 _j5°

1505 30°

+180° 0’
Sa4
-150°
1200 MHz Ugg=10V
lc= 3 mA

f=50...1300 MHz

77 2162 _900
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S679T- (BF679T)

90°
120°

1509

1200 MHz

+180°

-150°

Ugg=10V
Ic= 3mA
f=50...1300 MHz

772159

Ugg=10V
-j20 / Ig= 3mA
~j100 1=50...1300 MHz

77 2161

286
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TELEFUNKEN electronic S690T

Creative lechnologien

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstirker bis in den GHz-Bereich, insbesondere fiir Breitband-Antennen-
Verstédrker~

Besondere Merkmale:
@ Hohe Leistungsverstarkung @® Hohe Grenzfrequenz
@ Niedrige Rauschzahien

Abmessungen in mm

4318

° |
o
@

Normgehéuse
p ? 10 A3 DIN 41868
B - ]
e by Yosassod — Je——— JEDEC TO 92
c

Gewicht max. 0.2 g

N\
t L

4,2 e . 5,2

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 20 \'
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 15 \'%
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso 2 \
Kollektorstrom Ic 30 mA
Gesamtverlustleistung
Tamb =25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Prot 450 mw
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55...+150 °C
Wérmewiderstand Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung

siehe Seite A 24, Fig. 6.1 R,

A 275 K/W

T1.2/679.0484 D1
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S690T

Statische KenngroBen Min. Typ. Max.
T, = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom -
Ueg=10V,l[e=0 Ieso 50 nA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc =10 pA U(BR)CBO 20 v

Koliektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=2mA U(BR)CEO 15 \'%

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA Urieso 2 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
lc=14mA Ucg=10V hee 25 90

Dynamische KenngroBen

Tamb = 25°C
Transitfrequenz

lc=14 mA, Ucg = 10V, f = 500 MHz fr 5 GHz
Ruckwirkungskapazitat

lc=2mA Ugeg=10V,f=1MHz Ciire 0.4 pF

' Kollektor-Basis-Kapazitit

Ueg= 10V, f=1MHz Ccso 0.5 pF
Emitter-Basis-Kapazitat

Ugg=05V,f=1MHz Ceso 08 pF
RauschmaB

IC= 2 mA, UCE= 10\/, f=500 MHZ,

Rg = Rgopt F 24 dB
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

- S691T

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstarker bis in den GHz-Bereich, insbesondere fiir Breitband-Antennen-

Verstarker

Besondere Merkmale:

® Hohe Leistungsverstiarkung ® Hohe Grenzfrequenz

® Niedrige Rauschzahlen

Abmessungen in mm

4318

i

#0,5
B p - 1
E + 12,54 652 4 — FmE=———=—-—m
c | / } J N —————
4,2 L— —= 5, 2_><2— 12,4
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Ugso
Kollektorstrom Ic
Gesamtverlustleistung
Tamb =25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1 Piot
Sperrschichttemperatur Ti
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Wirmewiderstand Min.

Sperrschicht-Umgebung

siehe Seite A 24, Fig. 6.1 R

T1.2/740.0584 D2

Normgehaduse

10 A3 DIN 41868
JEDEC TO 92
Gewicht max. 0.2 g

20 \'%

12 \'

2 \

50 mA

450 mw

150 °C

-65...+150 °C
Typ. Max.

275 K/W
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Elektrische KenngréBen

Ty= 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom h
UCB =10V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=10pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

lc=2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéitnis
Uce=5V,Ic=30mA

Dynamische Kenngré8en

290

Tamb = 25°C
Transitfrequenz

Uce =10V, Ic =30 mA, f = 500 MHz
Rickwirkungskapazitat

Ue=5V,Ic=2mA,f=1MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg=10V,f=1MHz
Emitter-Basis-Kapazitat

Ueg=0.5V,f=1MHz
Rauschma8

Uce=5V,Ic=4mA,

Rg = Rgopt, f= 800 MHz

n % —001,t,= 03 ms

lcad?

Uer)cao
1

Ugriceo

Uerjeso

hee

fr
Cl‘.ire
Ccro

Ceso

20

12

25

Typ.

50

08

0.7

1.8

nA

GHz

pF

pF

pF

dB



